ESTIMANDO LOS PARAMETROS DE LA ECUACION DE SHOCKLEY Y LA
RESISTENCIA DE VOLUMEN EN UN DIODO REAL

Dr. J. E. Rayas Sanchez

La siguientes figuras muestran algunos datos préacticos del diodo 1N4001:
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Figure 2. Forward Voltage Characteristics

(a) Considerando que Ir = 10mA cuando Vg = 0.6V y que I = 50mA cuando V= 0.7V, e
ignorando la resistencia de volumen Rg en ésta zona, calcular r7e Isa 25 °C.

(b) Considerando que I = 4A cuando Ve = 1.1V, y utilizando los valores de r e Is calculados en

el inciso anterior, calcular la resistencia de volumen Rg.
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